Análise de um MosFet de enriquecimento com um multímetro.


Evitar tocar com as mãos nos terminais dos Fet já que todos eles, mas especialmente os de tecnologia MOS, são sensíveis a cargas eléctricas estáticas que podem danificar permanentemente a sua estrutura interna.

Como verificar com um multímetro se um MosFet de enriquecimento está em bom estado.
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Vamos utilizar como exemplo o BS170 que é um NMOS de enriquecimento (Enhancement).
1st. Colocar o comutador rotativo do multímetro na posição de análise de junções PN ([image: image3.emf]).
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2nd. Como o MosFet de enriquecimento não tem o canal formado a resistência indicada entre o Dreno (D) e a Fonte (S) deve ser infinita, seja qual for a polaridade aplicada (excepto na situação de existir um díodo de protecção interno que fique polarizado directamente - fonte positiva em relação ao dreno).
3rd. Colocar a ponta de prova positiva (vermelha) na Gate (G) e a ponta de prova negativa (preta) na Fonte (S) o que irá induzir a criação do canal N entre o Dreno e a Fonte.
4th. Agora, seja qual for a polaridade aplicada pelas pontas de prova aos terminais de Dreno e de Fonte verificamos que passou a haver condução entre eles e uma certa resistência que depende da dopagem do material semicondutor que forma o canal.
Nota:

Para um PMOS de enriquecimento (Enhancement) os procedimentos são idênticos tendo-se só que trocar a polaridade das pontas de prova.
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